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Bauformadnderungen zum Datenbuch 1975/76

Durch neue Herstellungsverfahren haben sich Anderungen unserer Gehiusebau-
formen ergeben:

Differential-Fotodiode BPX 48

Gehausebauform
by ™ ~ 655, o
‘ =~ v,
| 5 Sy
j (\j‘3

Anschlufischema

- bestrahlungsempfindliche
1=~ Flachen 1,10x2,25

Lage des Diodensystems

zu den Anschlufibandern

2,25 =

bestrahlungsempfindliche
Flachen Gewichtetwa 0,5 g

Silizium-Fototransistoren
BPX 38 BPX 62

bestrahlungsempfindliche

28.
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| (B
30,45 Y ; i
é - o~
— - 2
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! | I

13521 ——> [ g0 o

| 05+01
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~ 345max »
bestrahlungsempfindliche Flache 043x043

Gewichtetwalg
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Bauformanderungen zum Datenbuch 1975/76

GaAs-Lumineszenzdioden (Infrarotstrahler)

cay 17 cay 18
strahlende Fldche 0/x0f strahlende Flache 0,4x04
00,45 } ®05 v/
{i—(—“ S P = # \ = ‘ P
] W} g 4 3 :@A 'S %
3 i v 3 <
(g ‘
| I N\
28 1 55015 Anode 8y, 55,08 Ahode
= 5.2-03 - am Gehduse 13,541 52-93 k— am Gehause
13,51 Tos > Gewichtetwa 0,4 g
Gewichtetwa 0,35 g
cay 57 cay 77

strahlende Flache J,46x04

Kathode Keramik  Anode
) )

-1
i

156101 e

12_03"215’035" am Gehause
-)3,45mux 1 13,5 =
strahlende Flache 0,4x04 Gewichtetwa 0,35 g

Gewichtetwalg

LD 241 cQay 78

straflende Flache

strahlende Flache 0,4x04

—(2 - Kathode
9045 u ¢ “,:5
F:'__.T_‘ _
e — 13541 i3 N
Gewichtetwa 0,4 g 13,541 ——™

Gewichtetwa0,5¢g
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Bauformanderungen zum Datenbuch 1975/76

Optoelektronisches Koppelelement CNY 17

-7,620,2 -

I-T*il;;:llai

3

= 8792 ™

Gewichtetwa 0,7 g
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Diagrammkorrekturen zum Datenbuch1975/76

Silizium-Fotoelement BPX 79
Relative spektrale Empfindlichkeit
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Silizium-Fotodiode BPW 33
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GaAsP-Lumineszenzdioden (rotleuchtend)

LD 30;:LD 41

Diagrammkorrekturen zum Datenbuch 1975/76
GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler) LD 261

GaAs-Lumineszenzdioden-Zeilen (Infrarotstrahler)

LD 260 bis LD 269

25°C

Zul. Impulsbelastbarkeit
le=1(t); v = Parameter; Tu

A

Iy = f(t);v= Parameter; T, = 25°C

Zul. Impulsbelastbarkeit

A

LD 57; GaP-Lumineszenzdioden (gelbleuchtend)

GaP-Lumineszenzdioden (griinleuchtend) LD 37;
LD 35;LD 55

GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) LD 461

GaAsP-Lumineszenzdioden-Zeilen
(rotleuchtend) LD 460 bis LD 469

I¢=1(t); » = Parameter; Ty = 25°C

Zul. Impulsbelastbarkeit

f(t); v = Parameter; T, = 25°C

Zul. Impulsbelastbarkeit

I
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Diagrammkorrekturen zum Datenbuch 1975/76

GaP-Lumineszenzdiode (griinleuchtend) LD 471
GaP-Lumineszenzdioden-Zeilen (griinleuchtend) LD 470 bis 479

Zul. Impulsbelastbarkeit
Ie=1(t); v=Parameter; 7y = 25°C
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Fotoelemente







Silizium-Fotoelement BPY11P

BPY 11P ist ein Fotoelement in Planartechnik und austauschbar mit dem Vorlaufer BPY 11.
Das Silizium-Fotoelement eignet sich fir den Einsatz in Steuer- und Regelgeraten, zur
Abtastung von Lichtimpulsen und fiir quantitative Lichtmessungen. Seine gute Ansprech-
empfindlichkeit, die kleinen Abmessungeri und die hohe zulassige Betriebstemperatur
ermoglichen universelle Anwendungen.

Der Verzicht auf ein Gehéuse erlaubt den Aufbau leistungsfahiger Abtastsysteme; das
Elementkann hierzu eng aneinandergereiht auf beliebige Halterungen aufgekittet werden.
Die lichtunempfindliche Seite des Elements wird durch Farbpunkte gekennzeichnet.

Typ Bestellnummer Kennfarbe

BPY11P Q60215-Y111-S0O schwarz
BPY 11P/I Q60215-Y111-S1 braun
BPY11P/Il | Q60215-Y111-S2 rot
BPY11P/Ill | Q60215-Y111-S3 orange
BPY11P/IV| Q60215-Y111-S4 gelb
BPY11P/V | Q60215-Y111-S5 grin
BPY11P/VI| Q60215-Y111-S6 blau

besfruhlungsempfmdllche Flache

Eﬁm?x_'
- 31, -
46~oz 17
3 ) = max
5 jo‘ _Farbpunkte (Kathode )
e = ——— =]
ar

1) Auflageflache 2,7min

Gewichtetwa0,2g

Grenzdaten
Umgebungstemperatur Tu -55bis100 | °C
Sperrspannung (Pluspol an Kathode) Ur 1 Y

Allgemein werden alle Fotoelemente in Planartechnik mit einem zusétzlichen schwarzen Punkt gekennzeichnet.
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BPY1NP

Kenndaten (7u = 25°C)
Fotoempfindlichkeit"

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute
(Elektronen pro Photon) (1 =850 nm) n
Spektrale Fotoempfindlichkeit (2 =850 nm) S
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)"

Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)"
KurzschluRstrom (£, = 1000 Ix)"

Anstiegszeit (fur 60% von /)
Grenzfrequenz (Lastwiderstand R =1kQ) f

Temperaturkoeffizient von UL (siehe Diagramm) 7K
Temperaturkoeffizient von 7/« (siehe Diagramm) 7K

Kapazitdat (Ur=0V; E=0) Co
Bestrahlungsempfindliche Flache A
Dunkelstrom (Ur =1V, E=0) Ir
Dunkelstrom (Ur =1V, Ty =50°C; E=0) Ir

Fotoempfindlichkeitsgruppen

Typ Kurzschluf3strom | Kennfarbe
Tk (nA)
E.,=100Ix"
BPY11P 2,8 bis 7,1 schwarz
BPY11P/I | 2,8 bis 3,8 braun
BPY11P/ll | 3,2 bis4,5 rot
BPY 11 P/lll | 4,0 bis 5,3 orange
BPY 11 P/IV| 4,7 bis 6,3 gelb
BPY11P/V | 5,6 bis7,6 grin
BPY11P/VII =71 blau

50(=28)
850

0,80
0,55

310 (=180)
410 (2260)
50

4

55

-2,6

0,12

0,8

7

1(=10)

2,5

nA/Ix
nm
Elektronen
Photon
A/W
mV
mV

nA

us

kHz
mV/K
%/K

nF
mm?
LA

nA

" Die angegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe
mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht Anach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPY11P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung UL = f(E.)
Sret =1£(4) KurzschluBstrom /x = f(£))
%o mV pA
077 600 q - ~120
ol A | I I A
rel / 500 | ] L J100
Ao A u Iy
: ‘ 400 -1 U, ] 80

0 - [ 1 et -
/ / 7
ST | i SRk

04 | (
) / ‘ 200 40

100 - ~{20
I T | 0 / i 0
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— =2 — »E,
Richtcharakteristik /k = f (¢) Sperrschicht-Kapazitat C = f (Ur)
1 r 0§ wo o
i) ] I
20° 20° ' S —
£ |
0 K‘ -4
A| ~\ !
Bestrahlungs} TS 1
10 richtung d 08 ™ 90 %
a \ | $
\\\m‘lelwerr\ gy
o6 ™~ ‘\ ‘\‘\V*N:
,,,,, T~ 10%
O'L 1 o T fand L
0,2 - |
; N
Fotoelement 0 05 10V
(ebener Empfanger) Uy
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BPY11P

Dunkelstrom /g = f(Ug)
Ty = Parameter; £ =0

u
10 i } % 1]
—
| I | [ ]
kol . f
v L
I //
| -
c | /
o Ty=50°C 7
T RS e
; 7T -
p4 i
/ 25°C
7//
107 : L
05 1oV
=l
Temperaturabhangigkeit von U,
U _
UL2s® (70)
4‘,5 H T TTTT T ‘ ‘
[ ]
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Temperaturabhéangigkeit des
Dunkelstromes /s = f(Ty)
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BPYTP

Fotospannung Ur = f (/«); R. = Parameter Fotostrom /r = f(/«); RL= Parameter
mv LA
10* S HI '*j‘ o’
S = al 5
%
/ / / ?
/ / / \
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Silizium-Fotoelement BPYG63P

BPY 63 Pistein Fotoelementin Planartechnik und austauschbar mitdem Vorlaufer BPY63.
Das Silizium-Fotoelement BPY 63 P eignet sich fir den universellen Einsatz in Steuer- und
Regelschaltungen. Wie alle Fotoelemente ist es als Empfanger fur Glithlampenlicht und fir
Tageslicht verwendbar.

Tmax

Typ | Bestellnummer - -
BPY63P | Q60215-Y63-S1 i []- strahlungsempfindliche Flache

S ~

'9 »]

RN ot (5 M B 55min —
“(E“l 2;}7 ”1) - ,.2'5 max _=we£=__
ﬁf_ N rot (Anade) Litze #03

1) Autlageflache 7.3min

Gewichtetwa 0,56 g
Grenzdaten
Temperaturbereich Tu -55 bis 100 °C
Sperrspannung? Ur 1,0 v
Kenndaten (7y = 25°C)
Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)" U 400 (=280) mV
Leerlaufspannung (£, =100 Ix)" U 300 (=150) mV
Fotoempfindlichkeit"
(KurzschluRstrom /) S 0,70(=0,45) wA/Ix
Wellenlédnge der max. Fotoempfindlichkeit AS max 850 nm
GroRe der lichtempfindlichen Flache A ca. 0,9 cm?
Temperaturkoeffizient von UL TK -2,6 mV/K
(siehe Diagramm)
Temperaturkoeffizient von 7« TK 0,2 %/K
(siehe Diagramm)
Kapazitat (Ur=0V) Co 8 nF

! Die angegebenen Beleuchtungsstirken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe
mit einer Farbtemperatur von 2856 K.

2 Der Pluspol der Spannungsquelle ist mit der weiRen AnschluBlitze zu verbinden.
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BPY63P

Relative spektrale Empfindlichkeit

% Sret = f(4)
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BPY 63 P

Leerlaufspannung U, = f (£))
KurzschluBstrom /« = f (£.)

mV pA
600 [ 120
500 100
U
A LA
‘ 400 U — 80
_—
/// N
300 /] Iy typ 60
200 40
100 20
0 i | 0
0 1000 2000 Ix
——m £,
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Ty = Parameter
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/ 1
|
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Optimaler Anpassungswiderstand
Ru=f(E); Ru="F(l¢)
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BPY 63 P

Temperaturabhangigkeit von /¢
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Fotodioden







Silizium-PIN-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BP104

BP 104 ist eine Si-PIN-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein Kunststoffge-
héause eingebaut, welches gleichzeitig als Filter dient und fiir Infrarotstrahlung durchlassig
ist. Die Anschliisse bestehen aus LotspieRen im Abstand von 5,08 mm (%10 Zoll). Die Bau-
form erméglicht eine sehr einfache Montage auch auf Rasterplatten. Die plane Riickseite
des Kunststoffgehduses erlaubt eine stabile Fixierung des Bauelementes. Durch Mehr-
fachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden. Dieser universelle Fotoempfanger
ist sowohl fir den Dioden- als auch fir den Elementbetrieb geeignet. Besonders glinstig
ist das Rausch-Signalverhaltnis selbst bei geringen Beleuchtungsstérken.

Die PIN-Fotodiode zeichnet sich durch geringe Sperrschichtkapazitat, hohe Grenzfre-
quenz und kurze Schaltzeiten aus. Die Fotodiode ist speziell fur die IR-Tonubertragung
geeignet. Die Kathode ist mit einem blauen Farbpunkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer RN Ving ?5['5570,2 =

| |- -
BP 104 | a62702-P84 - [T

Gewicht etwa 0,06 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 20 Y
Betriebs- und Lagertemperatur Ts —-40 bis 80 °C
Léttemperatur

2 mm vom Gehauseboden entfernt (= 3s) T 230 °C
Verlustleistung (7y = 25°C) Prot 150 mW
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BP104

Kenndaten (7y = 25°C)

Fotoempfindlichkeit (Ur =5 V)
(~=950nm)

Wellenliange der max. Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (1=950nm)

Spektrale Fotoempfindlichkeit

(A=950nm, Ur=5YV)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Ur=0V, 2=950 nm)

(RL=1kQ, Ur=10V, 1 =950 nm)

Temperaturkoeffizient fir /¢ bzw. /¢

Kapazitat

(Ur=0V, f=1MHz, E=0)

(Ur=3V,f=1MHz,E=0)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Dunkelstrom (Ur =10V)

Rauschaquivalente Strahlungsleistung

(Ur=10V)

Nachweisgrenze

32

AS max
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0,71
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0,18
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"mw
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nm
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BP 104

Relative spektraie Empfindlichkeit Fotostrom /p = f(£.)
o Siet = £(2)
Yo UA
3
07 ¢ i ‘ ” . Y
- o T
Srel Iy : ‘ Foy ‘ i /
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0 o 0 m
‘ \\ i ] | 200 ‘ l ' ‘ 1 ‘ [ 1 l— i1 1
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Vo RO
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\\,‘ | 10 __ tichtung ‘
> 125 1
100 -
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T T
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0 - !
| I -
I
|
s F HH
R |
0 i R R i S |
Fotodiode 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C
(ebener Empfanger) —]
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BP 104

Dunkelstrom /g = f (Ur)
Tu=25°C, E=0

8000 I

4000 | /

2000

—

Fotostromli =f(Tu)
P 250

08 1=

05 e S— S S S -

0.4

02

I

0 |
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C
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Kapazitat C = 7 (Ur)
f=1MHz; E=0
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BP104

Leerlaufspannung ﬁo: f(Tu)

04 - 1 -
Tt T

02 I S S

0L L
0 10 20 30 40 50 60 70 80°C

]y
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Silizium-Fotodiode mit sehr groRBer Nullpunktsteilheit SFH 200

SFH 200 st eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik.Die Fotodiodeistin ein transparentes
Kunststoffgehduse eingebaut und hat als Anschliisse LotspieRe im Rasterabstand von
5,08 mm (%0 Zoll). Die Bauform erméglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehauses ermoglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Die SFH 200 istals Empféanger flrniedrige Beleuchtungsstéarken entwickelt
worden und fir den Einsatz als Empfanger fur Belichtungsmesser sowie Belichtungsauto-
maten vorgesehen. Das Fotobauelement zeichnet sich durch groRe Nullpunktsteilheit und
durch hohe Leerlaufspannungen bei niedrigen Beleuchtungsstarken aus.

Typ | Bestellnummer
SFH200 | Q62702-P86
_ bestrahlungsempfindliche
74 Fldache 1,0x2,0
7
Kathode
Gewicht etwa 0,05 g
Grenzdaten
Lagertemperatur Ts -55 bis 80 °C
Léttemperatur
2 mm vom Gehé&useboden entfernt (=3 s) T. 230 °C
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SFH 200

Kenndaten (7y = 25°C)

Fotoempfindlichkeit"
Nullpunktsteilheit?
(Ee=0Ix; Tu=40°C)
FluRstrom
(Ee=0Ix; Tu=25°C; Ur =50 mV)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute
(Elektronen pro Photon) (4 = 800 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 800 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Ur=0V; 2=950nm)
(RL=1kQ; Ur=5V;2=950 nm)
Kapazitat (Ur=0V; E=0)

(Ur=3V;E=0)

Temperaturkoeffizient von /7«

So
If

).S max

it
tr;tf
Co
Cs

TK

1,3
1,0
240
100
0,2

nA/lx
mV/pA

pPA

mm?

nm
Elektronen
Photon
A/W

us
us

pF
%/K

' Die angegebene Fotoempfindlichkeit bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

2 S, ist ein MaR fir die unterste Fotoempfindlichkeit beim Einsatz der Fotodiode in BelichtungsmeRgeraten.

Definition der Nullpunktsteilheit So siehe Abbildung.
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SFH 200

Relative spektrale Empfindlichkeit

Seet = £(7)
100 -
S'el
by
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0 .
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_ 0° 10°
20° / o0°
/
@ //
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SFH 200

Kapazitat C = 7 (Ur); Fotostrom 7;’%;0-‘— f(Tu)
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Fototransistoren







NPN-Silizium-Fototransistor BP 103 B

BP 103B ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Fototransistor hoher Fotoempfindlichkeit, der
in ein rundes 5-mm-Vollplastikgehduse eingebaut ist. Die Basis ist nicht kontaktiert, die
Steuerung erfolgt durch den Lichteinfall. Der Kollektor ist durch eine Abflachung am Ge-
hausebund gekennzeichnet. Der Fototransistoristvorwiegend fiir Standard-Anwendungen
und Computer-Blitzgerate vorgesehen. Die runde Plastik-Bauform erlaubt eine leichte
Montage in Bohrungen und vorgeformten Plastik-Hulsen, z. B. LED-Halterungen.

o +02
Typ | Bestellnummer 86 ﬂ .
Lo~ 0,5
BP103B| Q62702-P85-S1 PR S— =
BP103BIl | Q62702-P85-S2 P ey | ~D N
BP103BIll | Q62702-P85-S3 ) T
BP103BIV | Q62702-P85-S4 0 e
;4 - 13705 e 11'6'0#' ]

Kollektor

Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 35 Vv
Emitter-Kollektor-Spannung Ukco 7 \%
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom (t=10 us) Icewm 200 mA
Sperrschichttemperatur Ti 125 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis 80 °C
Max. zul. Lottemperatur (t=5s) n 260 °C
Verlustleistung (7y = 25°C) Plot 210 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Rinau 350 K/W
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BP103 B

Kenndaten (7y = 25°C)

Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=30V; E=0)

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(§=10,1 Smax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Bestrahlungsempfindliche Flache
Anstiegszeit auf 90% des Endwertes
Abfallzeit auf 10% des Anfangswertes
(RL=1kQ)"

Kapazitat

(Ue=0V,; f=1MHz; E=0)

Iceo

}~S max

tr; t

Cee

5 (=100)
440 bis 1070

850
0,12

5(=10)

11

nA
nm
nm
mm

us

pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rdmischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £,=1000 Ix.

Gruppe | Il 1] v

Fotostrom Ir |1,6bis3,2 [2,5bis5,0 [4,0bis8,0 [6,3bis12,6 | mA
(Uce=5V; E,=1000 Ix)

Fotostrom ca./p |7 bis14 |11bis22 18 bis 36 28 bis 56 mA
(Uce =5V; E.=20 mW/cm?)

Die angegebenen Beleuchtungsstéarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstérke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

" gemessen mit Lumineszenzdiode 7 = 950 nm.
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BP103B

Relative spektrale Empfindlichkeit
Srer = £ (%)

o 1 4]

400 500 600 700 800 800 1000 1100 nm

— A

Richtcharakteristik /p = £ (y)

Fotostrom in Abhangigkeit
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Lumineszenzdioden

Strahlstarke (le) und Lichtstarke (I) und elektrischer Strom / haben in der NORM das gleiche Formelzeichen. Um
Verwechslungen zu vermeiden, verwenden wir obige Schreibweisen L. bzw. I, (geradestehendes ,1” fir Strahl-
bzw. Lichtstarke und 7 (schragstehendes ./ “ [kursiv]) fir den elektrischen Strom.






Zubehor fur Lumineszenzdioden

Typ

Bestell- Farbe far Bild-
Nr. Nr.
Befestigungshiilse/ Q62901-B64 glasklar LD 41,50,52,55 1
Befestigungsring 56,57 2
Befestigungshulse/ Q62901-B65 schwarz LD 41,50,52, 55, 1
Befestigungsring 56,57, 2
Befestigungshilse/ Q62901-B61 glasklar LD 30, 32, 35, 3
Befestigungsring 36, 37, 4
Befestigungshiilse/ LD 30, 32, 35, 3
Befestigungsring Q62901-B62 schwarz 36, 37 4
Winkelhalterung Q62901-B67 schwarz LD 41, 50, 55,57, 5
52,56 C
Reflektorkiihlkérper Q62902-B137 LD 241,242 6
Bild 2 Bild 3 Bild 4
' -0 -

Bild 5

Kethodenkennzeichnung

) L

B

B
-5
- 775 =

- 75 >

Bild 6
515
- .
il '
S @ o
imm [}
15 |
b -
=0
F"’B'nj [
125
e
i 0Ly
|\
S
o
TS

rgp 28 #

0435

w

; T 1
na

. |
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler)

LD 242

Die GaAs-Lumineszenzdiode emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot liegenden
Wellenlange. Die abgegebene Strahlung wird durch StromfluR in DurchlaRrichtung ange-
regt und 1&8t sich modulieren. Die Plastikabdeckung erlaubt Abstrahlung unter weitem
Winkel. Die Anode ist durch die benachbarte Nase am Rand des Gehausebodens gekenn-
zeichnet. Die Kathode ist galvanisch mit dem Gehéause verbunden. LD 242 ist besonders
als Sender fir Infrarot-Toniibertragung von Rundfunk- und Fernsehgeréten einsetzbar.

Typ | Bestelinummer
LD 242 | 062703-Q151
Grenzdaten

DurchlaBstrom
StoRlstrom (t=1us)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Verlustleistung

Warmewiderstand
Sperrschicht umgebende Luft
Sperrschicht-Gehause

50

@045

E—- - 13,541 _,AJ 1 'V

Gewichtetwa 0,5 g

Ies

Rinau
Rinss

300

5

100

-60 bis 100
470

450
135

strahlende Flache

°C
°C

m\A/

vy

K/W
K/W




LD 242

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenlange der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Strahlstarke in Achsenrichtung

bei /r=100mA

StrahlungsfluR ¢,

(typ) gesamt

Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen bei 50% der Strahlstarke l.)
Schaltzeiten

(Ie von 10% auf 90%; /=100 mA)
Kapazitat (Ur=0V)
DurchlaRspannung (/r =100 mA)
DurchlaBspannung (/F=1A)
Durchbruchspannung (/g =100 1 A)
Sperrstrom (Ur =3 V)
Temperaturkoeffizient von le bzw ®.
Temperaturkoeffizient von Uk
Temperaturkoeffizient von Apeak
Halbwertszeit der Strahlstéarke

(typ) fur 7,=100 mA

tr;tf
Co

Uk
Usr

TK
TK
TK

950
+20

4 (= 2,5)

v

8
60

1
40

1,35 (=1,7)
1,9(=2,3)
30(=4)
0,01 (=10)
-0,65

-1.5

0,3

10°

nm
nm

mW/sr
mwW

Grad
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LD 242

Ly
A

Relative spektrale Emission I, = 7 (7)
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LD 242

Zul. Impulsbelastbarkeit
= f(t); v = Parameter; Tc = 40°C

10!

0,01
0,02

Sender fiir Infrarotiibertragung
Anwendungsbeispiel

BAY 61

Mittenfrequenz 100 kHz
Leistungsverbrauch 16 V/230 mA
Abgestrahlite IR-Leistung im zeitl. Mittel = 100 mW
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Verlustleistung ais Funktion des
DurchlaBstromes fiir max.
DurchlaBspannung /¢ = f(Piot)
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler) LD 271

Die GaAs-Lumineszenzdiode emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot liegenden
Wellenlange. Die abgegebene Strahlung wird durch StromfluR in DurchlaBrichtung ange-
regt und 14kt sich modulieren. LD 271istin ein dunkel getontes Plastikgehduse mit5 mm @
eingebaut und bevorzugt fir die Infrarot-Fernsteuerung von Fernsehempféangern vor-
gesehen.

Typ | Bestellnummer
LD 271 | 062703-Q148

Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 4 \
DurchlaBstrom I 130 mA
StoRstrom (t=10 us) ies 2,5 A
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Verlustleistung (7c = 40°C) Phot 210 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht umgebende Luft Rinsu 350 K/W
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Kenndaten (7u = 25°C)

Wellenlange der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Strahlstérke in Achsenrichtung

bei 7r =100 mA, fiir Offnungskegel ¢ = 30°
StrahlungsfluB ®. (/r =100 mA)

(typ) gesamt

Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen bei 50% der Strahlstarke Ie)
Schaltzeiten

(Pe von 10% auf 90%; /=100 mA)
Kapazitat (Ur=0V)
DurchlaRspannung (/=100 mA)
Durchbruchspannung (/s =100 1 A)
Sperrstrom (Ur = 3 V)
Temperaturkoeffizient von le bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 2 peax
Halbwertszeit der Strahlstarke

(typ) fir 7r =100 mA

56
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LD 271

Relative spektrale Emission .o = f (%)
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LD 271

Urgse

DurchlaBspannung /s = f(Ur)
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LD 271

Strahlistéarke l. = f(g bei 0,5 I max) Wellenlange der Strahlung
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Lumineszenzdioden - LEDs (Licht emittierende Dioden)
(rotleuchtend)

(grinleuchtend)

(gelbleuchtend)







Ubersicht der rot-, griin- und gelbleuchtenden LEDs
Typ

¥ CQX 23 TSN rot
¥ CQX 13 grin
¥ CQX 33 TSN gelb

5l

Kathoden-
kennzeichnung

LD 30 rot ‘ An/ude05 46402
¥ LD 32 TSN rot y - o] + b=

LD 37 grin i tomg] 1 e EH

. |
¥ LD 37Cgrin 13minf A Ko - 43%3“1%
B LD 35 gelb [ 1651 w680
Kathode

¥ LD 36 TSN gelb

LD 41rot
VLD 52 TSN rot
B LD 55 gelb
VLD 56 TSN gelb
24min "l" Kathoden-

LD 57 griin ) kennzeichnung
k1305 1804 —

B LD 50 rot

VY LD 52C TSN rot
VY LD 57Cgrin
YLD 56CTSN gelb

¥V Neuer Typ
B Nicht fur Neuentwicklung
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TSN*-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) cQx 23

CQX 23 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit leicht rotem, diffusem Kunststoff-
gehéause, die bei Betrieb in Durchla3richtung rotes Licht emittiert. Diese Diode eignet sich
besonders als Indikator, wenn hohe Anspriiche an seitliche Sichtbarkeit gestellt werden.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwdrmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermdéglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
fur die Signalglihlampen bisheriger Bauform nicht oder nur unzureichend geeignet sind.
CQX 23 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer
CQxX 231 Q62703-Q167
cax 231l Q62703-Q168
Kathoden-
kennzeichnung
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 Y
DurchlaRstrom Ir 60 mA
StoRstrom (=1 us) frs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung Prot 200 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinau 375 K/W

*TSN:Transparentes Substrat,die Dotierungerfolgtin der Gasphase (Transparent Substrat Nitrogen).
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cax 23

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes Apeak 645 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1) @ 70 Grad
DurchlaBspannung (/s = 20 mA) Ur 2,4(=3,0) \
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01 (=10) nA
Anstiegszeit t: 100 ns
Abfallzeit ts 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 22 pF
Lichtstarke (/= 20 mA)

Typ CcQx 231 ~caxasi

Iy 2,0 bis 4,0 3,2 bis 6,4 mcd
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cax 23
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Relative spektrale Emission I, = 7 (%)
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cax 23

f (Ur)

Kapazitat C

DurchlaBspannung /s = f (Uf)
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CcQaxX 23

nm
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Wellenlénge der Strahlung
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TSN*-Lumineszenzdiode (rotleuchtend)

LD 32

LD 32 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit rot diffusem Kunststoffgehause, die
bei Betrieb in DurchlaRrichtung rotes Licht emittiert. Diese Diode eignet sich besonders
als Indikator fiir Anwendungsfalle, bei denen wenig Strom zur Verfligung steht.

Verglichen mit der GaAsP-Diode LD 30 hat LD 32 mehr als die doppelte Lichtstérke.

Geringe Eigenerwarmung sowie hohe Vibrationsfestigkeit ermoglichen dieser Lumines-
zenzdiode Anwendungen in Bereichen, fir die Signalglihlampen bisheriger Bauformen
nicht oder nur unzureichend geeignet sind. LD 32 kann auch von TTL-Bausteinen ange-

steuert werden.

Typ | Bestellnummer
LD 321 Q62703-Q174
LD 3211 Q62703-Q175
Befestigungsring mit

Hulse glasklar Q62901-B61
Befestigungsring mit

Hilse schwarz Q62901-B62

0,5

=
S R
16min
n Ll
—=1/ 1= 1508 >

e 1651 =680
Kathode

Gewichtetwa 0,2 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur
DurchlaRstrom I
StoRstrom (t =1 us) Ifs
Lagertemperatur Ts
Sperrschichttemperatur T;
Verlustleistung tot

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rihau

Anpde i 7

Befestigungsring

5,0

60

1.0

-55 bis 100
100

200

375

Befestigungshiilse

mA

°C
°C
mW

K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).
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LD 32

Kenndaten (7u = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes Apeak 645 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fur 50% der Lichtstarke 1.) @ 35 Grad
DurchlaBspannung (/r =20 mA) Uk 2,4 (=3,0) Y
Sperrstrom (Ur=5V) Iy 0,01(=10) uA
Anstiegszeit t: 100 ns
Abfallzeit ti 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 22 pF
Lichtstéarke (/s =10 mA)

Typ LD 321 LD 321

Iy 1,2 bis 2,4 2,0 bis 4,0 mcd
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LD 32

Lichtstarke I, = 7 (/¢)

Relative spektrale Emission I, = 7 (1)
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LD 32
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peak

LD 32

Wellenlédnge der Strahlung

nm  Apeak = f(Tu)
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TSN*-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) LD 521
LD 5211

LD 52 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit rot diffusem Kunststoffgehéuse,
die bei Betrieb in DurchlaBrichtung rotes Licht emittiert. Diese Diode eignet sich besonders
als Indikator fiir Anwendungsfille, bei denen wenig Strom zur Verfligung steht. Verglichen
mit der GaAsP-Diode LD 41 hat LD 52 mehr als die doppelte Lichtstarke.

Geringe Eigenerwdrmung sowie hohe Vibrationsfestigkeit ermoglichen dieser Lumines-
zenzdiode Anwendungen in Bereichen, fur die Signalglihlampen bisheriger Bauformen
nicht oder nur unzureichend geeignet sind. LD 52 kann auch von TTL-Bausteinen ange-
steuert werden.

Typ | Bestellnummer
LD 521 Q62703-Q158
LD 521i Q62703-Q159
Befestigungsring mit

Hilse glasklar Q62901-B64
Befestigungsring mit

Hilse schwarz Q62901-B65

r Befestigungsring Befestigungshilse
Z
ol J } ,
zhmin| T~ Kathoden-
kennzeichnung
a-13-g5 w1160 —

Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 \
DurchlaBstrom Ir 60 mA
StoRstrom (¢=1us) Irs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung Prot 200 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinsu 375 K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).
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LD 521

LD 521l
Kenndaten (7y = 25°C)
Wellenlange des emittierten Lichtes Apeak 645 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1) @ 40 Grad
DurchlaRspannung (/r =20 mA) Ur 2,4 (= 3,0) \%
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t: 100 ns
Abfallzeit ti 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 22 pF
Lichtstarke (/r=10mA)
Typ | b 521 LD 521l
L 1,2bis 2,4 2,0 bis 4,0 mcd
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LD 521
LD 52 11

Relative spektrale Emission Lo = (%)
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LD521
LD 52 1I

DurchlaBspannung /s = f (Us)
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LD 521

LD 52 II
Wellenldange der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
nm  Zpeak = £ (7u) mA Te=7£{t); v =Parameter; Tc =25°C
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TSN*-Lumineszenzdiode (rotleuchtend)

LD52C
LD 52 CA

LD 52C ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit rot klarem Kunststoffgehause,
die bei Betrieb in DurchlaBrichtung rotes Licht emittiert. Diese Diode kann als optischer
Indikator zur Betriebsanzeige eingesetzt werden. Wegen der hohen Lichtstérke istauch der

Einsatz zur indirekten Beleuchtung von Skalen und Bedienungselementen moglich.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwadrmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermdglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
fur die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 52 C kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ Bestellnummer
LD52C Q62703-Q160
LD 52 CA Q62703-Q161
Befestigungsring mit

Hilse glasklar Q62901-B64
Befestigungsring mit

Hiilse schwarz Q62901-B65

~ g 8,6:0,2"}
o o Anode B
~1L = “—"ZL;:EI. —— ]
n Ty - —7+
~ L F,EZ
i 3,0min| —»{1e—
e
13 o,sl‘ 12,204 —

Gewichtetwa 0,2 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur
DurchlaRstrom Ie
StoRstrom (t=1us) frs
Lagertemperatur Ts
Sperrschichttemperatur T
Verlustleistung Prot
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinau

)

Befestigungsring

5,0

60

1,0

-55 bis 100
100

200

375

mA
°C
°C
mwW

K/wW

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).

Befestigungshiilse
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LD52C

LD 52 CA
Kenndaten (7u = 25°C)
Wellenlénge des emittierten Lichtes Apeak 645 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1) @ 12 Grad
DurchlaRspannung (/r =20 mA) Uk 2,4 (=3,0) \)
Sperrstrom (Ur=5V) IR 0,01 (=10) nA
Anstiegszeit t: 100 ns
Abfalizeit t 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 22 pF
Lichtstéarke (/r= 10 mA)
Typ LD 52 CA LD52C
I, 9,0 bis 18,0 15,0 bis 30,0 mcd

80



LD52C

LD 52 CA
Relative spektrale Emission Ire = 7 (4) Lichtstarke I, = 7 (/f)
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LD52C
LD 52 CA

f(Ur)
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LD52C

LD 52 CA

Wellenlédnge der Strahlung

nm  Apeak = F(Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbgriinleuchtend)

Cax13

CQX 13 ist eine GaP-Lumineszenzdiode mit weiR diffusem Kunststoffgehause, die bei
Betrieb in DurchlaBrichtung gelbgriines Licht emittiert. Diese Diode eignet sich besonders
als Indikator, wenn hohe Anspriiche an seitliche Sichtbarkeit gestellt werden. Sehr ge-
ringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie hohe Vibrations-
festigkeit erméglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen, fiir die
Signalgliihlampen bisheriger Bauform nicht oder nur unzureichend geeignet sind. CQX 13

kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestelinummer
CQxX 131 Q62703-Q144-S1
CaxX 131l Q62703-Q144-S2
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom
StoBstrom (t=1us)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung

84

Ir
Irs
Ts

Ptot

55 bis 100
100
210

Kathoden-
kennzeichnung

mA
°C

mwW



cax13

Kenndaten (7u = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes Apeak 56015 nm
Spektrale Bandbreite fir 50% von Imax Al 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1.) ® 80 Grad
DurchlaRspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (=3,0) \
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01(=10) uA
Anstiegszeit t: 50 ns
Abfallzeit ts 50 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 45 pF
Lichtstarke (/=20 mA)

Typ CQxX 131 cax13li

Iv 2,5 bis 5,0 4,0 bis 8,0 mcd
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Ccax13

Relative spektrale Emission I = £ (%)
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cax13

DurchlaBspannung /s = f(Ur)
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Ccax13

Wellenlédnge der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
Apeak = F(Tu) Ir=f£(t); v = Parameter; 7= 25°C
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbgriinleuchtend) LD37C

LD 37 Cist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung gelbgriines
Licht emittiert. Die Lumineszenzdiode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebs-
kontrolle von Dick- und Dinnfilmschaltungen oder zur Betriebsanzeige von Geraten mit
diskreten bzw. integrierten Halbleiterbaulementen vorgesehen. Sehr geringer Stromver-
brauch, verbunden mit geringer Eigenerwdarmung, sowie hohe Vibrationsfestigkeit er-
moglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen, fiir die Signalglih-
lampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet sind. LD 37 C kann
auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden. LD 37C hat ein glasklares Gehéause.

Typ Bestellnummer I

LD 37C Q62703-Q135
Befestigungs-
hilse mit
Ring, glasklar | Q62901-B61
Befestigungs-
hilse mit

Ring, schwarz! Q62901-B62

Befestigungsring Befestigungshilse

S| )
L

e 16,51 > 6,802

Gewichtetwa 0,2 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 3 Y
Durchlastrom I¢ 60 mA
StoRstrom (¢ =1 us) Irs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung (7y = 25°C) Prot 210 mw

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinou 350 K/W
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LD 37C

Kenndaten (7, = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite

fir 50% von Imax

Offnungskegel (Halbwinkel)
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LD 37C

Relative spektrale Emission I = £ (1)
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LD 37C
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DurchlaBspannung /r = f (Ur)
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LD 37C

I¢=f(t); v = Parameter; T = 25°C

Zul. Impulsbelastbarkeit
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbgriinleuchtend) LD 57C
LD 57CA

LD 57 Cisteine GaP-Lumineszenzdiode, mit glasklarem Kunststoffgehause, die bei Betrieb
in DurchlaBrichtung gelbgriines Licht emittiert. Diese Diode kann als optischer Indikator
zur Betriebsanzeige eingesetzt werden. Wegen der hohen Lichtstarke ist auch der Ein-
satz zur indirekten Beleuchtung von Skalen und Bedienungselementen méglich. Sehr
geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit erméglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
far die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 57 C kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer
LD57C Q62703-Q100-S4
LD 57CA Q62703-Q100-S5
Bef.-Ring mit

Hilse glasklar | Q62901-B 64
Bef.-Ring mit

Hulse schwarzl Q62901-B 65

Gewichtetwa 0,2 g

1
Befestigungshiilse Befestigungsring
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3,0 \
DurchlaRBstrom Ir 60 mA
StoRstrom (t =1 us) frs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung Prot 210 mW
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LD 57C

LD 57CA
Kenndaten (7y = 25°C)
Wellenldnge des emittierten Lichtes  peak 56015 nm
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax Ai 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstérke I.) ® 12 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (= 3,0) \%
Sperrstrom (Ur =3 V) Ir 0,01 (=10) WA
Anstiegszeit t; 50 ns
Abfallzeit t; 50 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 45 pF
Lichtstarke (/r= 10 mA)
Typ LD 57CA LD57C
Iy 12 bis 24 20 bis 40 mcd
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LD 57C

LD 57CA
Relative spektrale Emission lie = £ (%) Lichtstarke I, = 7 (/¢)
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LD 57C

LD 57CA
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m/; DF
10 = : 50
! Pid H
l 7
F
T e T
/ SN
N
il 4 ) .
- V4 y 4
/7 ~ N\
S B
] ll / 30
] ~ !
0 20
- 7; S SR—
1 1 I I
I' | 10 .
I ]
10'7 L B S B g L
o8 22 26 30 3k 38 L2V 103 102 10 100 0" v
—l —

U
DurchlaBspannung DT;;: =f(Tu)

e

60 | + e

| | | | |

o N

W I J‘

P .

I I I R

20 j | | |

{ | |

, ! . | -

| !

0 \ i ! L ]
0 25 50 75 100 °C

97



LD57C
LD 57CA
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TSN*-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend) cax 33

CQX 33 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit leicht gelbem, diffusem Kunst-
stoffgehiuse, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung gelbes Licht emittiert. Diese Diode eignet
sich besonders als Indikator, wenn hohe Anspriiche an seitliche Sichtbarkeit gestellt
werden.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwérmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermoglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
fur die Signalglihlampen bisheriger Bauform nicht oder nur unzureichend geeignet sind.
CQX 33 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer
CQxX 331 Q62703-Q169 v Sy 05
cax 331 Q62703-Q170 3y Eﬁq’f —
* '}—_ ﬁ - =
} ~37min Kathoden-
L | kennzeichnung
g5 =108,

Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 Y,
DurchlafRstrom 15 60 mA
StoRstrom (t=1us) Ifs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung Prot 200 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinuu 375 K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).
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CQaxX 33

Kenndaten (7u = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes / peak 590 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1) @ 70 Grad
DurchlaRspannung (/- = 20 mA) Ur 2,4 (=3,0) \Y
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01(=10) nA
Anstiegszeit t; 100 ns
Abfallzeit ts 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 18 pF
Lichtstdrke (/- = 20 mA)

Typ CQxX 331 cQx 331

Iv 1,6 bis 3,2 2,5 bis 5,0 mcd
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cQax 33

Relative spektrale Emission L = 7 (i) Lichtstarke 1, = £ (/)
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cQax 33

DurchlaBspannung /r = f (Ur) Kapazitat C = £ (Ur)
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CcQax 33
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TSN*-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend) LD 36

LD 36 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit gelb diffusem Kunststoffgehause,
die bei Betrieb in DurchlaBrichtung gelbes Licht emittiert. LD 36 ist der Nachfolger von
LD 35. Diese Diode kann als optischer Indikator zur Betriebsanzeige eingesetzt werden.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwérmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermoglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
fiir die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 36 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer i
LD 361 Q62703-Q172 5§’ -
LD 3611 Q62703-Q173 j L i)
Befestigungsring mit —HoLE
Hilse glasklar Q62901-B61 —0f -
Befestigungsring mit
Hilse schwarz Q62901-B62
Anode  _ » |I

%0 46402 e

"'1 = +7 c;.’ Befestigungsring Befestigungshiilse

! 16mp| e
13@2 1 ]5_0,5>

16,51~ =6,81

Kathode ’
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 \"
DurchlaRstrom I 60 mA
StoRstrom (t=1ps) frs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Veriustieistung Prot 200 mw
Warmwiderstand
Sperrschicht-Luft Rinau 375 K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrat Nitrogen).
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LD 36

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes Apeak 590 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fur 50% der Lichtstérke 1) @ 35 Grad
DurchlaRspannung (/r =20 mA) Ur 2,4(=3,0) \%
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01 (=10) wA
Anstiegszeit t 100 ns
Abfallzeit ts 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 18 pF
Lichtstdrke (/s = 10 mA)

Typ LD 361 1 LD 361!

L 1,0 bis 2,0 1,6 bis 3,2 mcd
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LD 36

Relative spektrale Emission I = (1) Lichtstarke I, = 7 (/f)
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LD 36
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LD 36

Wellenlange der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
Jpeak = F(Tu) mA Ie=£(t); v =Parameter; 7y = 25°C
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TSN*-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend) LD 561
LD 5611

LD 56 ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit gelb diffusem Kunststoffgehause,
die bei Betrieb in DurchlaBrichtung gelbes Licht emittiert. LD 56 ist der Nachfolger von
LD 55. Diese Diode kann als optischer Indikator zur Betriebsanzeige eingesetzt werden.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwdrmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermoglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
far die Signalgliihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 56 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer
LD 561 Q62703-Q163
LD 5611 Q62703-Q164
Befestigungsring mit

Hulse glasklar Q62901-B64
Befestigungsring mit

Hilse schwarz Q62901-B65

g i Befestigungshiiise Befestigungsring
T
by b tethaten-
kennzeichnung
13 05 — ”,5- 04—
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 \"
DurchlaRstrom Ir 60 mA
StoRstrom (=1 us) Irs 1.0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Veriustieistung Prot 200 mwWw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinau 375 K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).
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LD 561

LD 5611
Kenndaten (7u = 25°C)
Wellenlénge des emittierten Lichtes Apeak 590 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1) @ 40 Grad
DurchlaRspannung (/r =20 mA) Uk 2,4 (= 3,0) \)
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01(=10) A
Anstiegszeit t 100 ns
Abfallzeit ts 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) G 18 pF
Lichtstarke (/s = 10 mA)
Typ LD 561 LD 5611
I, 1,0 bis 2,0 1,6 bis 3,2 mcd
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LD 561

LD 561
Relative spektrale Emission L = f(4) Lichtstarke I, = 7 (/f)
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LD 561

LD 5611
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TSN*-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend) LD56C
LD 56 CA

LD 56 C ist eine Lumineszenzdiode in TSN*-Technik mit gelbklarem Kunststoffgehause,
die bei Betrieb in DurchlaRrichtung gelbes Licht emittiert. Diese Diode kann als optischer
Indikator zur Betriebsanzeige eingesetzt werden. Wegen der hohen Lichtstarke ist auch
der Einsatz zur indirekten Beleuchtung von Skalen und Bedienungselementen méglich.

Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie hohe
Vibrationsfestigkeit ermdglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen,
fur die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 56 C kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ , Bestellnummer
LD 56C Q62703-Q165
LD 56 CA Q62703-Q166
Befestigungsring mit

Hilse glasklar Q62901-B 64
Befestigungsring mit

Hilse schwarz Q62901-B 65

_L ? < Ano; de Befestigungsring Befestigungshiilse
< JRp—— Sam | s——
”N‘ar L S—
]
3'°T",*“: i
k1305 12,204, —]
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 5,0 \Y
Durchlastrom Ir 60 mA
StoRstrom (t=1us) frs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung Prot 200 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinou 375 K/W

*TSN: Transparentes Substrat, die Dotierung erfolgt in der Gasphase (Transparent Substrate Nitrogen).
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LD 56C

LD 56CA
Kenndaten (7y = 25°C)
Wel|enlénge des emittierten Lichtes Apeak 590 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1) @ 12 Grad
DurchlaRspannung (/¢ = 20 mA) Ur 2,4 (=3,0) Vv
Sperrstrom (Ur=5V) Ir 0,01 (=10) nA
Anstiegszeit t 100 ns
Abfallzeit te 100 ns
Kapazitat (Ur=0V) Co 18 pF
Lichtstéarke (/r = 10 mA)
Typ LD 56CA LD 56C
Iv 6,0 bis 12,0 10,0 bis 20,0 mcd
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LD 56C
LD 56CA
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LD 56C

LD 56CA
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LD 56C
LD 56 CA

Zul. Impulsbelastbarkeit

Wellenlange der Strahlung
Ir=f(t); v = Parameter; Ty = 25°C
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Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 10 56 09

2000 Hamburg 1

7 (040) 282-1, 1.1 2162721

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 53 29

3000 Hannover 1

~ (0511) 199-1, (1] 922333

Siemens AG
Franz-Geuer-StraBe 10
Postfach 301166

5000 Koln 30

<~ (0221)576-1, [\] 8881005

GroBRbritannien
Siemens Limited

London Office

Great West House,

Great West Read

Brentford TW8 9DG

~ (01) 5689133, .1 23176

Irland

Siemens Limited

8, Raglan Road

Dublin 4

~ (01) 684727, 1) 5341

Island

Smith & Norland H/F
Noatun 4

P.0.B. 519
Reykjavik

<™ 28322, 0] 2055

Italien

Siemens Elettra S.p.A.
Via Fabio Filzi, 25/A
Casella Postale 4183
1-20124 Milano

~ (02) 6248, -] 36 261

Jugoslawien
Generalexport

Masarikova 5/XV

Postanski fah 223
YU-11001 Beograd

< (011) 68 48 66, (-] 11287

Luxemburg

Siemens Société Anonyme
17, rue Glesener

B.P. 1701

Luxembourg

™ 497 111, [1J 3430

Siemens AG

N 7, 18 (Siemenshaus)
Postfach 20 24

6800 Mannheim 1

~ (0621) 296-1, 1] 462 261

Siemens AG
Richard-Strauss-Strale 76
Postfach 20 2109

8000 Minchen 2

~ (089) 9221-1, 1.1 529421

Siemens AG
Von-der-Tann-StraRe 30
Postfach 24 29

8500 Nurnberg 1

o (0911) 6 54-1, ') 6 22 251

Siemens AG
Martin-Luther-Strale 25
Postfach 359

6600 Saarbriicken 3

~ (0681) 3008-1,0::] 4421431

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StralBe 24
Postfach 1 20

7000 Stuttgart 1

2~ (0711) 20 76-1, (1] 7 23941

Niederlande

Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 26
Postbus 1068

Den Haag 2022

~ (070) 7827 82, 0:J 31373

Norwegen

Siemens A/S

Ostre Aker vei 90

Postboks 10, Veitvet
N-Oslo 5

~ (02) 153090, .1 18477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Apostelgasse 12

Postfach 326

A-1031 Wien

< (0222) 72 93-0, .1 11866

Polen

PHZ Transactor S.A.

ul. Stawki 2

P.0.B. 276

PL-00-950 Warszawa

< 398910, [:] 8132288

Portugal

Siemens S.A.R.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

Lisboa 1

~ (019) 538805, 1112563

Rumanien
Siemens birou

de consultatii tehnice
Strada Edgar-Quinet 1
R-7 Bucuresti 1
1518 25, 11 11473



Schweden

Siemens Aktiebolag

Avd. elektronikkomponenter
Norra Stationsgatan 69
Stockholm

(Fack, S-104 35 Stockholm)
™ (08) 241700, =1 116 72

Schweiz
Siemens-Albis AG
FreilagerstraRe 28
Postfach

CH-8047 Ziirich

= (01) 247 311, 73 52131

Spanien

Siemens S.A.

Sede Central

Orense, 2

Apartado 155

Madrid 20

o (91) 4565 2500, (1) 27 769

Tschechoslowakei
EFEKTIM,

Technisches Biiro Siemens AG
Anglicka ulice 22

P.0.B. 1087

CS-120000 Praha 2

o 258417, (1122 389

Tiirkei

Elektrik Tesiat ve Miihendislik A.S.
Meclisi Mebusan Caddesi,

55/35, Findikli

P.K. 64, Tophane

Istanbhul

o 45 2090, ] 22 290

Ungarn

Intercooperation AG,
Siemens Kooperationsbiiro
Boszormeényi ut 9-11

P.0.B. 1525

H-1126 Budapest

2 (01)154970, (1] 224133

Union der Sozialistischen
Sowijetrepubliken
Vertretung der Siemens AG
Kurssowoj Pereulok, Dom 1/1,
Kwartira 4,

Wochod Sojmonowskij Projezd
Postf. 77, Internationales Postamt
SU-Moskau G 34
™202771M,017413

Afrika
Agypten

Siemens Resident Engineers

6, Salah E| Din Street, Zamalek
P.0.B. 775

Cairo

™ 817228, ] 321

Algerien

Siemens Algérie S.A.R.L.
3, Viaduc du Duc des Cars
B.P. 224, Alger-Gare
Alger

™ 639547/51, 152817

122

Athiopien

Siemens Ethiopia Ltd

Ras Bitwoded Makonen Building
P.0.B. 5505

Addis Ababa

™ 151599, 7.1 21052

Libyen

Assem Azzabi

17, 1st September Street,
Tariq Building

P.0.B. 2583

Tripoli

7 41534, (120029

Marokko

SETEL S.A.

km 1, Route de Rabat
Casablanca-Ain Sebaa
7 351025, 1121914

Nigeria

Siemens Nigeria Limited
Industrial Estate 3 f,
Block A

P.0.B. 304

Lagos (Oshodi)
41920, 1 21357

Sudafrika

Siemens Limited

Siemens House,

Corner Wolmarans and

Biccard Streets, Braamfontein
P.0.B. 4583

Johannesburg 2000

™ (011) 7252500, 1] 58 7721

Sudan

National Electrical

& Commercial Company
Murad Sons Building,
Barlaman Street

P.0.B. 1202

Khartoum

= 80818, (11 642

Tunesien

Sitelec S.A.,

Société d’'Importation

et de Travaux d’Electricité
26, Avenue Farhat Hached
Tunis

> 24 2860, 11112 326

Zaire

Siemens Zaire S.P.R.L.
1222, Avenue Tombalbaye
B.P. 9897

Kinshasa 1

™ 22608, 1377

Amerika

Argentinien

Siemens Sociedad Andnima
Avenida Pte. Julio A. Roca 530
Casilla Correo Central 12 32
RA-1067 Buenos Aires

™ 30041, 3121812

Bolivien

Sociedad Comercial € Industrial
Hansa Limitada

Calle Mercado esquina Yanacocha
Cajon Postal 14 02

La Paz

™ 54425, 15261

Brasilien

Siemens Sociedade Anonima
Fabrica Lapa

Rua Cel. Bento Bicudo, 111
Caixa Postal 13 75
BR-05069 Sao Paulo 1

™ (01) 625111, .- 11-23 681

Chile

Gildemeister S.A.C.,

Area Siemens

Amunategui 178

Casilla 99-D

Santiago de Chile

™ 82523

(:J TRA SGO 392, TDE 40588

Ecuador

Siemens S.A.

Avenida América y
Hernandez Giron s/n.,
Sector 28

Casilla 3580

Quito

™ 245363, (11 22190

Kanada

Siemens Beteiligungen Ltd.
Siemens Overseas

Investments Ltd.

7300 Trans-Canada Highway
P.0.B. 7300

Pointe Claire, Québec HIR 4R6
o (614) 6957300, [J 5267 666

Kolumbien
Siemens S.A.

Carrera 65, No. 11-83
Apartado Aéreo 8 0150
Bogot4 6

= 6104 77,0 44 750

Mexico

Siemens S.A.

Poniente 116, No. 590
Apartado Postal 150 64
México 15, D.F.

™ 5670722,0J01772700

Uruguay

Conatel S.A.

Ejido 1690

Casilla de Correo 13 71
Montevideo

= 917331, 51934

Venezuela

Siemens S.A.

Avenida Principal,
Urbanizacion Los Ruices
Apartado 36 16

Caracas 101

> (02) 348531, ] 25131

Vereinigte Staaten
von Amerika
Siemens Corporation
186 Wood Avenue South
Iselin, New Jersey 08 830
> (201) 4 94-1000
T WU 844 491

TWX WU 710998 0588



Asien
Afghanistan

Siemens Afghanistan Ltd.
Alaudin, Karte 3

P.O.B. 7

Kabul 1

~ 40446, 35

Bangladesch

Siemens Bangladesh Ltd.

74, Dilkusha Commercial Area
P.0.B. 33

Dacca 2

~™ 244381, 1824

Birma

Siemens Resident Engineer
8, Attia Road

Post Office Bag 2007
Rangoon

~ 32508, -] 2009

Hongkong

Jebsen & Co., Ltd

Prince’s Building, 23rd floor
P.0.B. 97

Hong Kong

~ 522511, .173221

Indien

Siemens India Ltd

123A, Dr. Annie Besant Road, Worli
P.0.B. 6597

Bombay 400018

~~ 379906, 112373

Indonesien

P.T. Siemens Indonesia
Kebon Sirih 4

P.0.B. 24 69

~ 51051, ::] 46 222

Irak

Samhiry Bros. Co. (W.L.L.)
Abu Nawas Street

P.0.B. 300

Baghdad

~ 90021, . 12255

Iran

Siemens Sherkate S. (K.)
Khiabane Takhte Djamshid 32,
Siemenshaus

Teheran 15

~ (021) 614-1, "1 212 351

Japan

Nippon Siemens K.K.
Furukawa Sogo Building,
6-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku

Central P.O.B. 1144

Tokyo 100-91

~ (03) 2140211, 2.1 22808

Jemen (Arab. Republik)
Tihama Tractors

& Engineering Co. Ltd.

P.0.B. 49

Sanaa

~ 2462, 1217

Korea (Republik)
Siemens Electrical
Engineering Co., Ltd.

Daehan Building, 8th floor,
75, Susomun-dong, Chung-ku
C.P.0.B. 3001

Seoul

~ 241558, -] 2329

Kuwait

Abdul Aziz M. T. Alghanim Co.

& Partners

Abdulla Fahad Al-Mishan Building
Al-Sour Street

P.0.B. 3204

Kuwait, Arabia

™ 423336, 12131

Libanon

Ets. F. A. Kettaneh S.A.
(Kettaneh Freres)

Rue du Port, Immeuble Fattal
P.B. 110242

Beyrouth

~ 221180, 20614

Malaysia

Guthrie Engineering (Malaysia)
Sdn. Bhd.,

Electrical &

Communications Division

17, Jalan Semangat

P.0.B. 30

Petaling Jaya

o 773344, .37573

Pakistan

Siemens Pakistan Engineering
Co. Ltd.

llaco House,

Abdullah Haroon Road

P.0.B. 7158

Karachi 3

<~ 516061, .. 820

Philippinen

Engineering Equipment, Inc.,
Machinery Division,

Siemens Department

2280 Pasong Tamo Extension
P.0.B. 7160,

Airmail Exchange Office,
Manila International Airport,
Philippines 3120

Makati, Rizal

~ 854011/19,

. RCA 7222 382, EEC 3695

Saudi-Arabien

E. A. Juffali & Bros.
Head Office

King Abdul-Aziz-Street
P.0.B. 1049

Jeddah

~~ 22222, 140130

Singapur

Guthrie Engineering (Singapore)
Pte. Ltd.,

Electrical &

Communications Division

41, Sixth Avenue, Bukit Timah Road
P.0.B. 495

Singapore 10

™ 66 2555, ] 21681

Syrien

Syrian Import Export & Distribution
Co., S.A.S. SIEDCO

Port Said Street

P.0.B. 363

Damas

~ 13431, 11267

Taiwan

Delta Engineering Ltd.

42, Hsu Chang Street, 8th floor
P.O.B. 58497

Taipei

~ 314731, ..21826

Thailand

B. Grimm & Co., R.O.P.

1643/4, Petchburi Road (Extension)
P.0.B. 66

Bangkok 10

<~ 2524081 12614

Australien
und Ozeanien

Australien

Siemens Industries Limited
Melbourne Office

544 Church Street
Richmond, Vic. 3121

~™ (03) 4297111, 130425

Neuseeland
Siemens Liaison Office
175 The Terrace
P.0.B. 4145
Wellington 1

~ 729861, -1 31233
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